
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν βιβλίο «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα-Θεωρία και Ασκήσεις» αποτελεί 
μία διευθέτηση ύλης που προέρχεται από τον Α΄ και Β΄ τόμο του συγγράμμα-
τος «Γενική Ηλεκτρονική» Α΄ και Β΄ τόμων έκδοσης 2001 και από τις «Ασκή-
σεις Ηλεκτρονικής» έκδοσης 1999. Με τη διευθέτηση αυτή συνοψίζονται σε ένα 
τόμο τα κύρια βασικά κεφάλαια της ηλεκτρονικής που είναι απαραίτητα για τους 
σπουδαστές προπτυχιακού κύκλου σπουδών, ενώ παρέχονται λυμένες και άλυτες 
ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση.

Τα οκτώ πρώτα κεφάλαια του βιβλίου προέρχονται από τον Α΄ τόμο της 
«Γενικής Ηλεκτρονικής». Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στις βασικές έννοιες των 
κυκλωμάτων και στη θεωρία τους, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο στη χρονική και 
αρμονική απόκρισή τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται περιληπτικά στη θεωρία, στις ιδιότητες και 
στην κατασκευή των ημιαγωγών και το τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει τη θεωρία 
των διόδων και εξετάζει την απλή και διπλή ανόρθωση.

Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά στα τρανζίστορ επαφής (BJT) και παρατίθενται 
μερικές χρήσιμες εφαρμογές. 

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στους ενισχυτές με BJT, ενώ στο έβδομο και 
όγδοο κεφάλαιο εξετάζονται τα JFET, τα MOSFET και κυκλώματα καθώς και 
ενισχυτές.

Τέλος, από τον Β΄ τόμο της «Γενικής Ηλεκτρονικής» έχει ληφθεί το μεγαλύ-
τερο μέρος του πρώτου κεφαλαίου που αφορά στους τελεστικούς ενισχυτές.

Μετά από τα παραπάνω κεφάλαια που αναφέρονται στη θεωρία των κυκλω-
μάτων, παρατίθεται από τις «Ασκήσεις Ηλεκτρονικής» ύλη με λυμένες και άλυ-
τες ασκήσεις πάνω στα βασικά κυκλώματα και τη θεωρία τους, στις διόδους, στα 
BJT στα FET και στους ενισχυτές.

Πιστεύουμε ότι το εν λόγω βιβλίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα 
στην κατανόηση του αντικειμένου της ηλεκτρονικής για τους σπουδαστές.

Και από τη θέση αυτή οφείλω να ευχαριστήσω όσους συνέδραμαν είτε με 
παρατηρήσεις και διορθώσεις είτε με τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση του εν 
λόγω κειμένου και για τους οποίους έχουν ιδιαίτερα αποδοθεί ευχαριστίες στις 
παραπάνω αναφερθείσες εκδόσεις του συγγράμματος.

Θεσσαλονίκη Μάιος 2014      Κ.Α. ΚΑΡΥΜΠΑΚΑΣ
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